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が T4/3に比例する振る舞いが見られた。これは、SCR 理論によると、2 次元的な強磁性ゆらぎを持つ金属に特徴
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的な温度依存性である。図 1 に、Bi-2201 の面内電気抵
抗率 ρabを ρab = a + bTnでフィッティングすることで得た
指数nのホール濃度依存性を示す。p > 0.20ではホール


















る磁化率 χ0 Kと9 Tにおける電子比熱係数 γ9 Tを用いて計算したウィルソン比RWのホール濃度依存性を調べた。 
χ0 Kと γ9 Tはホール濃度の増加とともに増大した。これは、ホール濃度の増加とともに状態密度が増加するためと









の物性相図．RWはウィルソン比、n は ab 面内電気































銅酸化物の超過剰ドープ領域における強磁性ゆらぎの普遍性を検証するために、Bi-2201 と LSCO の単結晶を作
製し、Tl-2201の多結晶とともに磁化、ZF-μSR、TF-μSR、電気抵抗率、比熱の測定を行った。結果として、Bi-2201、
Tl-2201、LSCOの超過剰ドープ領域および過剰ドープ領域において、強磁性ゆらぎが普遍的に存在していること
を明らかにした。銅酸化物超伝導体における磁気的状態は、ホール濃度の増加とともに、ホール濃度の低い不足
ドープ領域および最適ドープ領域における反強磁性ゆらぎから、過剰ドープ領域および超過剰ドープ領域におけ
る強磁性ゆらぎへと変化すると結論した。また、過剰ドープ領域ではホールドープによって強磁性ゆらぎが発達
するのと同時にTcが低下することから、強磁性ゆらぎが超伝導を抑制している可能性が高いと結論した。 
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